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ب̶ر-نیترید یِ تΈ-لایه ِ اساس نازکبر یِ حافظه

با دارد. ِ-زیاد مقاومت- و ِ-کم مقاومت- ِ حالت دˇ ماده که است اساس این بر ͳمقاومت یِ حافظه

گونه این از نازک-ترین که اند ساخته ͳی ͳحافظه-یِ-مقاومت ͳشش-ضلع ِ بˇر-نیترید یِ تΈ-لایه

.[1] است 107 آن ِ دˇ-حالت یِ مقاومتها ِ نسبت و ،0.33 nm حافظه این یِ ͳکلفت است. کنون تا
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